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Цель изучения дисциплины: овладеть современными знаниями в обла-

сти построения и использования математических моделей (ММ) технологиче-

ских процессов создания полупроводниковых приборов и интегральных микро-

схем (ИМС), необходимыми будущим специалистам для успешной работы тех-

нологами и разработчиками на производстве. 

 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов теоретиче-

ских и практических знаний о математических моделях полупроводниковых 

приборов и элементов ИМС, используемых для изучения физических процессов 

в полупроводниковых структурах, расчета их основных характеристик и пара-

метров, ММ полупроводниковых приборов и элементов ИМС для схемотехни-

ческих расчетов и анализа электронных схем в дискретном и интегральном ис-

полнении. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-5: способность владеть современными методами расчета и проектиро-

вания микроэлектронных приборов и устройств твердотельной электроники, спо-

собность к восприятию, разработке и критической оценке новых способов их про-

ектирования; 

ПК-8: способность разрабатывать модели исследуемых процессов, матери-

алов, элементов, приборов, устройств твердотельной электроники и микроэлек-

тронной техники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (з.е.): 5. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  экзамен 


